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Electrénica 2 5 708907 Examen - 09/12/2005

Examen de Electronica 2
09/12/2005

Resolver cada problema en hojas separadas.

Duracidn de la prueba: 3 horas 30 minutos.

La prueba es sin material.

Los puntajes de los problemas se indican sobre un total de 100 puntos.

Problema 1 (37 ptos):

a) En el amplificador diferencial de la figura, determine la ganancia a bajas
frecuencias. _

b) Determine el producto ganancia por ancho de banda (fr) y la frecuencia del polo
no dominante.

c) Determine el Margen de Fase del amplificador.

d) Determine el Slew Rate

Datos:

Q1, Q2, Q3, Q4: B =200, Vgg = 0.7V, Tension de Early: V y=c0, Cu=1pF, Cje=5pF,
fT@lmA =950MHz

Vaias €s una tensién constante, tal que todos los transistores estan en zona actlva.

=27kQ), CL=5pF, 1o=200pA
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Problema 2 (37 ptos):

En el oscilador de anillo de la Figura 1 considere que los transistores tienen un voltaje
de Early V=0, que todas sus capacidades internas son despreciables, g, = a4/I, y

s Cyes=c0.

a) Hallarla frecuencia, condicién de oscilacién y condicién de arranque.

b) Si las fuentes de corriente se implementan con el circuito de la Figura 2, el cual
genera las corrientes Iy en funcién del valor absoluto de la tensiéon de salida Vout
del oscilador, ;que condicidn debe cumplir Cfil para que el circuito funcione
correctamente?

c) Calcular que condicidn debe cumplir & para que la amplitud de las oscilaciones
sea A.

d) ¢Que signo debe tener £? Justificar.
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Figura 2
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Pregsunta (26 ptos):

’ Enla figura 1 se tiene una variacién de una etapa de potencia tipo clase AB, El
transistor Q4 est4 implementado con un pnp tipo MJE15033 y el Q3 con un npn tipo
MJE15032, cuya hoja de datos se da en la siguiente pagina. Se pide:

a) Si se quiere una potencia maxima por la carga de 16W, ;cual es el
voltaje de la fuente necesario?

b) Consideramos ahora amplitudes a la salida entre 0 y la que da la
potencia de 16W a la salida. ;Cudl es la méxima potencia disipada por
cada uno de los transistores Q3 y Q4 para entradas en este rango?
;Cuanto vale en este caso la eficiencia del circuito, despreciando la
potencia disipada en las etapas de Q1 y Q2?

¢) Sino se coloca un disipador y la temperatura ambiente es de 35°C, ;cual
es la maxima potencia que puede disipar la carga sin que los transistores
se dafien?

d) En caso de usar un disipador cuya resistencia térmica es de 2°C/Wyla
resistencia del encapsulado con el disipador es de 1°C/W, jcual es la
maxima potencia que puede disipar cada transistor y la temperatura de la
juntura?

Datos: RL=8

VCC=VEE >> Vgg, VcEsat
Nota: Se supondra que Ibias es suficientemente grande para no limitar la potencia que se
puede entregar a la carga.
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Figura 1
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Semiconductor ™

o - CEE VIR S

Complementary Silicon Plastic
Power Transistors

- designed for use as high—frequency drivers in audio amplifiers,
® DC Current Gain Specified to 5.0 Amperes
bg = 50 (Min) @ Ic= .5 Ade
=10 Min} @& Ic =2.0 Adc
® Collector~Emitter Sustaining Veltage —
VCEOGu:) = 230 VWde (Min) — MIE13032, MFE13033
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Collectee-Emizter Vokage Yo 268G Vde
Collzctor~Base \oitage Vi 258 “de
Emitter-Base “oltage YER 50 e
Collectsr Curent — Continuous Iz 8.0 Ade
— Peak 18
Base Current e 20 Ade
Total Fower Dissipation @ Te. = 25°C Pz i) Wars
Derate above 25°C 0.40 Wi C
Total Power Dissization @ Ts = 25°C Pz 20 Wafis
Derats akove 25°C 0.716 wW&eC
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Figure 1. Power Derating

MJE15032D
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